/) THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

faible transmodulation en boitier plastique T0 92.
Il est destiné aux amplificateurs large bande et a
I'étage d’entrée des amplificateurs Fl TV équipés
dun filtre 2 onde de surface.

ESM 791 is a low cross-modulation high fre-
quency transistor in TO 92 plastic case. Il is inten-
ded for wice band amplifiers and for input stage

[L'ESM 791 est un transistor haute fréquence a

of IF TV amplifiers with SAW filters.
g J

ESM 791

TRANSISTOR NPN SILICIUM PLANAR
NPN SILICON TRANSISTOR PLANAR
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Vue de dessous

[
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

Tamb = + 25°C

(Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Tension collecteur-base
Vceo Collector-base voltage lg=0 2 v
Tension collecteur-émetteur 12 v
VCEO Collector-emitter voltage
Tension émetteur-bage
\ {lec =0 25 v
EBO Emitter-base voltage c
Courant collecteur
'c Collector current 50 mA
| Courant base 10 mA
B8 Base current
Dissipation de puissance ° .
Prot Power dissipation Tamp< 50°C 400 mw
T Température de jonction max 150 oc
] Junction temperature :
T Température de stockage min. - 55 °C
stg Storage temperature max. + 150 °C
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ESM 791

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES T — 25°C (Sauf indications contraires)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS amb = (Unless otherwise stated)
Conditions de mesure .
Test conditions Min. Typ. Max.
Courant résiduel collecteur-base Veg = 10V
Icso Collector-base cut-off current g = 0 %0 nA
Tension de claquage collecteur-émetteur
\"/ | = 1mA
(BRICEO Collector-emitter breakdown voltage c m 12 v
Tension de claquage collecteur-base Ic = 10uA
V(BRICBO 20 v
Collector-base breakdown voitage I = 0
v Tension de claquage émetteur-base g = 10pA 25 v
(BRIEBO | Emitter-base breakdown voltage Ic =0 '
Valeur statique du rapport de tranfert v, - BV
ho1e direct du courant | CE — 30mA s Y
static forward current transfert ratio C
™ Vgg = 5V
fr 1F_réqu_«:hce fde transition Ic - 30mA 55 GHz
ransition frequency h = 200 MHz
Capacité de réaction Veg = BV
G12e Feedback capacitance e = 0 0.7 pF
P f =  1MHz
. . Vee = 5V
C226 | Gurpat capacrance g™ = JmA 16 P
put capa £ = BMHz
. . Veg = 5V
Gaze | Output admitince lc” = %mA 120 us
f = 35MHz
VCE =10V
i Ic = 3mA
F* Facteur de bruit Y — opti
Noise figure s = optimum
= 200 MHz 13 dB
= 500 MHz 19 dB
f = 1000 MHz 2,9 dB
VCE = 5V
Ic = 30mA 16 dB
Gain en puissance maximal f = 500 MHz
Gym** en émetteur commun
Common emitter maximal power gain VCE = 5V
Ic = 30mA 24 dB
f = 200 MHz
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
THERMAL CHARACTERISTICS
. Résistance thermique (jonction-ambiante) o
Rth(j-a) Junction-ambient thermal resistance 0 |°C/w
. . 1S51el2
* Entrée adaptée au meilleur facteur de bruit " 21e
Input matching for optimum noise figure Gum

T 11513621 [1-1524%]
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CARACTERISTIQUES TYPIQUES

TYPICAL CHARACTERISTICS

ESM 791
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ESM 791

4/4

PARAMETRES “S” (EMETTEUR COMMUN)

SCATTERING PARAMETERS (COMMON EMITTER)

f S11 $21 S12 S22 Gu max.
MHz dB Deg. dB Deg. dB Deg. dB Deg. dB
Veg =5V, lg=2mA
50 11 15 | 155 168 | -337 76 -0 -6 375
100 -15 -30 | 153 156 | -—283 70 04 12 309
200 27  -57 | 142 137 | —232 &7 -13 -22 234
500 54 124 | 103 99 | -192 38 36 -39 143
1000 68 171 | 58 65 | -176 35 54 —54 83
VCE =5V, IC = 5 mA
50 28 -24 | 227 161 345 73 04 -1 36,7
100 38 46 | 218 145 | —295 65 12 -20 303
200 60 -83 | 194 123 | 255 54 -32 -32 235
500 -8,1 —1563 13,7 99 -215 49 —6,7 —44 15,56
1000 -8, 151 | 85 62 | 175 50 -87 -54 99
VCE =5V, IC= 10 mA
50 53 -35 | 268 154 | -356 71 08 -17 36,1
100 69 64 |252 135 | 31,1 63 23 -8 30,0
200 93 -109 | 218 13 | -274 &7 52 -38 238
500 94  -172 | 151 85 | —221 59 92 —46 16,2
1000 -86 190 | 97 61 170 56 12 -52 10,7
Veg =5V, = 30mA
50 _124 66 | 309 143 | -381 69 18 -25 358
100 -130  -111 | 380 123 | -336 68 45 -37 30,1
200 -124 —155 233 103 —29,2 69 -83 —42 243
500 -100 -169 | 16,1 82 | -223 69 -124 48 16.8
1000 -8,7 132 | 106 60 —-16,6 61 -26,4 15 11,3
Veg =5V, Ig=50mA
50 -159 -98 |318 139 | -39,1 70 23 -28 35,7
100 -139 -139 28,4 119 -344 70 -54 -39 301
200 —123  -170 | 236 101 295 73 94 42 244
500 -98 164 | 16,2 80 | -223 7 —134 —48 16.9
1000 -85 130 | 10,6 60 —165 62 156 50 1.4
Veg =5V, Ig=70mA
50 —160 —124 | 320 137 392 69 28  -30 354
100 133 153 | 283 117 348 73 60  —40 298
200 16 —177 | 234 99 295 74 -100 -41 242
500 -9,4 162 | 158 80 22 72 136 —47 165
1000 -81 130 | 104 59 165 62 1569 52 1.2
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> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

-

ESM 796 est un transistor haute fréquence a faible
transmodulation en boitier plastique TO 92. Il est
destiné aux amplificateurs large bande.

ESM 796 is a low cross-modulation high frequency
transistor in TO 92 plastic case. Il is intended for wide
band amplifiers.

)

J

ESM 796

TRANSISTOR NPN SILICIUM PLANAR
NPN SILICON TRANSISTOR PLANAR

—

Cqi2e 13 PpF

fT 45 GHz

F 1,5 dB f = 200 MHz
Gym 21,5 dB~ f = 200 MHz

J

Boitier plastique TO-92 (CB-97)

| Plastic case
P i Q445
520
4.58
R Vue de dessous
: Bottom view
f cEs
|
12.70m 0.508 ‘ 3
Dimensions /
in millimeters | : 035mn gl | Masse :0,39.
et utut scton Weight J

\

(VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)

Tamb = +25°C

(Sauf indications conlrairesﬁ
(Unless otherwise stated)

Tension collecteur-base e = 0) 20 v
Veso Caiiecter-oase voltage 'E
v Tension collecteur-émetteur 15 v
CEO Cciiector-amitier voitage
v Tension émetteur-base g =0 2.5 v
E30 Imiier-base Joitace
| Courant collecteur 90 mA
c Collector surrant
| Courant base 10 mA
8 3ase current
P Dissipation de puissance Tambs 50 °C 4C0 mwW
tot Sower Jissication
T Température de jonction max. 150 oC
J Juncuen lemperarre
T Température de stockage min. - 55 °C
stg Sicrage tamceratute max. +150 °Cj
Octobre 81 1/2
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ESM 796

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

(Sauf indications contraires)

= °
ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tamp = 25°C \Jniess otnenwise siatag!
Conditions de mesure .
Test conatucns Min. Typ. Max.
Courant résiduel collecteur-base Veg = 10V
1
'ceo Coilector-pase cut-0ff current g = 0 00 nA
Tension de claquage collecteur-émetteur Ic = 1mA
VIBRICEO | ~ 15 v
Corlector-emitter breakdown voitage I} = 0
Tension de claquage collecteur-base Ic = 10uA
V(BRICBO | . 20 v
Ccilector-base breakgown voltage e = 0
v Tension de claguage émetteur-base Ig = 104A 25 v
(BRIEBO | zritter-oase oreakdown voitage c = 0 .
Valeur statique du rapport de tranfert v = sV
ho1E direct du courant ) 'CCE - 50mA % 70
static forward current transfer: -atio
. . VCE = 5V
tr ite:uence file !ra:sltlon Ic = 50mA 45 GHz
Transiticn frequency § = 200 MHz
Capacité de reaction Veg = SV
C12e Feedback capacitance e = 0 13 PF
M Mttt f = 1 MHz
Veg = 10v
. Ys = Optimum
Fe Facteur de bruit
Noise figure
Ic = 5mA fa 200 MHz 15 d8
Ilc = 10 mA f = 500 MHz 25 d8
Vee = sV
Ic = 50 mA 4 dB8
Gain en puissance maximal f = 500 MHz
Gym™ en émetteur commun
Common emitter maximai power 3ain Veg = 5V
Ic = 50 mMA 25 aB
f = 200 MHz
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
THERMAL CHARACTERISTICS
. Résistance thermique (jonction-ambiante)
Rinij-a) Junction-amorent. tnermal esistance 250 [°Cw
« Entré ; i , ISyl
Entrée adaptée au meilleur facteur de bruit 21e

‘mOUl Matening for apumum noise Fgure Gum
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